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(57) Abstract

A device and method for treating substrates, especially semicon- :
ductor wafers, used to expel gas bubbles that are enclosed in a substrate. i
The inventive device comprises a process container with a container wall i
and a substrate holder that is movably arranged above the process con- i ' :
tainer, whereby one edge of the container wall located opposite to the !
substrate has an inner circumference that becomes wider towards the i
outside. Treatment liquid is directed to an outer area of the substrate. i
The device for treating substrates comprises a container that can be filled
with treatment fluid, an overflow that surrounds the container and a sub-
strate holder for positioning a substrate above the container. A control

device that regulates the level of the treatment fluid in the overflow

the basis of the distance between the substrate holder and the container
makes it possible to treat the substrate in a more homogeneous manner

in said device.

(57) Zusammenfassung

Um vor und/oder wihrend einer Behandlung eines Substrats un-
terhalb eines Substrats eingeschlossene Gasblasen auszuspiilen, ist eine
Vorrichtung und ein Verfahren zum Behandeln von Substraten, ins-
besondere Halbleiterwafern, mit einem eine Behilterwand aufweisenden
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Prozefibehélter und einem iiber dem ProzeBbehilter bewegbar angeord-

neten Substrathalter, vorgesehen, bei dem ein zum Substrat weisender Rand der Behilterwand einen sich nach auBen erweiternden In-
nenumfang aufweist. Uber diesen Rand wird Behandlungsfluid zu einem AuBenbereich des Substrats hin gerichtet. Bei einer Vorrichtung
zum Behandeln von Substraten mit einem mit Behandlungsfluid befiillbaren Behilter, einem den Behilter umgebenden Uberlauf und einem
Substrathalter zum Positionieren eines Substrats oberhalb des Behilters, ist durch eine Steuereinrichtung zum Steuern eines Behandlungs-
fluid-Niveaus im Uberlauf in Abhingigkeit vom Abstand des Substrathalters vom Behilter eine gleichmiaBigere Behandlung der Substrate

moglich.
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Vorrichtung und Verfahren zum Behandeln von Substraten

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Behandeln von Substraten, ins-
besondere Halbleiterwafern, mit einem eine Behdlterwand

aufweisenden ProzeRbehdlter und einem iiber dem ProzeBbe-
hdlter bewegbar angeordneten Substrathalter, der das Sub-

strat oberhalb der Behdlterwand positioniert.

Vorrichtungen dieser Art sind in der Halbleiterindustrie
fir unterschiedlichste Behandlungsvorgidnge bekannt. Bei
diesen Vorrichtungen wird in der Regel ein Behandlungs-
fluid auf ein am Substrathalter angeordnetes Substrat ge-
leitet. Dabei erfolgt eine Anstrdémung des Substrats im
wesentlichen senkrecht zu einer Substratoberfliche. In
einigen Fdllen, insbesondere dort, wo ein Ablauf fiir das
Behandlungsfluid tiefer liegt als die angestrémte Sub-
stratoberfldche, werden unterhalb des Substrats Gasblasen
eingeschlossen, welche eine gute, gleichm&Rige Behandlung
des Substrats beeintrédchtigen. Die gleichm&Bige Behand-
lung kann ferner durch einen Strdémungsabriss an einer
lber dem ProzeBbeh&lter beabstandeten Substratoberfliche

gestdrt werden.

Eine Vorrichtung der eingangs genannten Art ist bei-
spielsweise aus der US-A-5 000 827 bekannt. Bei dieser
Vorrichtung wird ein Halbleiterwafer mittels einer Viel-
zahl von Traggliedern, auf denen der Wafer aufliegt,
oberhalb des ProzelRbehdlters gehalten und mit einem Be-
handlungsfluid von unten angestromt, welches iiber einen
Rand des ProzeRbehé&dlters durch einen zwischen Substrat
und ProzefRbehdlterwand gebildeten Spalt abflieBt. Dabei

ergibt sich das Problem, daR insbesondere in einem Be-
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reich benachbart zu einer Kante des Substrataufnahmeele-
ments Gasblasen unterhalb des Substrats eingeschlossen
werden, welche eine gute und gleichm&Bige Behandlung des

Substrats beeintrdchtigen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine gute und gleichm&Bige Behandlung von Substraten zu
gewdhrleisten. Eine spezielle Aufgabe liegt darin, vor
und/oder wdhrend einer Behandlung eines Substrats unter-
halb eines Substrats eingeschlossene Gasblasen auszuspii-

len.

Erfindungsgemdf wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung
der oben genannten Art geldst, bei der ein sich nach au-
fen erweiternder Innenumfang eines zum Substrat weisenden
Rands der Behdlterwand vorgesehen ist. Durch den sich
nach aullen erweiternden Innenumfang des zum Substrat wei-
senden Rands der Behdlterwand wird gezielt eine Strémung
des Behandlungsfluids auf Randbereiche eines sich dariiber
befindlichen Substrats gerichtet, um dort Bereiche rela-
tiver Strémungsruhe zu vermeiden. Somit wird ein gutes
Ausspilen von Gasblasen und eine gute, gleichmiBige Be-
handlung auch in einem Bereich auBerhalb der Innenabmes-

sungen der Beh&dlterwand gewdhrleistet.

GemaR einer besonders bevorzugten Ausfiilhrungsform der Er-
findung ist das Substrat mit dem Substrathalter in unter-
schiedlichen Abst&dnden oberhalb des Randes der Behidlter-

wand positionierbar, so daB ein zwischen dem Substrat und
dem Behdlter bzw. dem Substrathalter und dem Beh&dlter 'ge-
bildeter Stromungskanal veridnderbar ist. Durch diese Ver-
dnderung des Strdmungskanals kann die Strémungsgeschwin-

digkeit auf einfache Weise ver&dndert und fiir ein Ausspi-
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len von Gasblasen erhdht werden. Vorteilhafterweise ist
der Rand der Behdlterwand in einer Position des Substrats
auf einen Kontaktbereich zwischen dem Substrathalter und
dem Substrat gerichtet, um zu vermeiden, dal in diesem
Bereich eine relative Stromungsruhe auftritt. Dabei ist
der Abstand zwischen dem Substrat und dem Rand der Behidl-
terwand in dieser Position der kleinstmdgliche Abstand,
d.h. das Substrat kann nicht tiefer abgesenkt werden, um
besonders hohe Strdmungsgeschwindigkeiten und ein gutes

Aussplilen von Gasblasen zu erreichen.

Vorteilhafterweise verjlingt sich die Dicke der Behdlter-
wand zum Rand hin, um eine mdglichst grofe Uberlappung
einer Offnung des ProzeBbehdlters mit dem dariiber befind-
lichen Substrat zu ermdglichen, wé&hrend gleichzeitig ein
ausreichender Stromungskanal zwischen einem den Rand um-
gebenden Teil des Substrathalters und dem Rand gebildet
wird. Dabei wird die Verjiingung vorteilhafterweise durch
eine Konturierung des Aubenumfangs der Behdlterwand ge-
bildet, um zwischen dem Teil des Substrathalters und der
Behalterwand einen ausreichenden Strémungskanal zu bil-
den. Vorteilhafterweise ist die Konturierung des AuBenum-
fangs der Behdlterwand an eine Innenumfangsform eines
Trdgerrings des Substrathalters angepaft, um zu verhin-
dern, daf sich der dazwischen gebildete Strémungskanal zu

sprunghaft ver&dndert und die Stromung abreiBt.

Gemdlh einer besonders bevorzugten Ausfihrungsform der Er-
findung, weist die Vorrichtung eine innerhalb des Prozef-
beh&dlters angeordnete Anodenanordnung auf, um zur Férde-
rung des Behandlungsvorgangs eine Spannung zwischen dem

Substrat und der Anodenanordnung anzulegen. Dabei wird
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die Anodenanordnung vorteilhafterweise durch eine Loch-

platte oder ein Streckgitter gebildet.

Zum Erzeugen einer Spannung zwischen dem Substrat und der
Anodenanordnung ist vorteilhafterweise eine Kontaktanord-
nung am Substrathalter vorgesehen, die gemidR einer beson-
ders bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung eine zum
Prozelbbehdlter weisende Oberflidche des Substrats elek-

trisch kontaktiert.

Fir eine Homogenisierung der Strémung des Behandlungsfluids
innerhalb des ProzeBbehdlters weist dieser einen sich zum
Substrat hin erweiternden trichterférmigen Boden auf, der
gemdB einer Ausfihrungsform durch einen Einsatz gebildet
wird. Alternativ kénnte der trichterférmige Boden einteilig
mit einer senkrechten Beh&dlterwand ausgebildet sein. GemiR
einer besonders bevorzugten Ausfithrungsform der Erfindung
bildet der trichterférmige Boden einen Teil der Behilter-

wand.

Fiir eine weitere Homogenisierung der Strémung des Behand-
lungsfluids innerhalb des ProzeRbeh&lters ist zwischen
einem Boden des ProzeBbehdlters und dem zum Substrat wei-
senden Rand der Behdlterwand des ProzeBbehidlters wenig-

stens eine Lochplatte vorgesehen.

Beil einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung ist ein
den ProzefRbehdlter umgebender Uberlaufkragen vorgesehen,
der vorteilhafterweise einen nach oben gedffneten Raum
zwischen der Behdlterwand des ProzeBbehidlters und den
Uberlaufkragen bildet. Durch den Uberlaufkragen kann auf
besonders einfache Weise ein Behandlungsfluid auBerhalb

des Prozebbehdlters angestaut werden. Dabei ist der ber-
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laufkragen vorzugsweise hoéher als der zum Substrat wei-
sende Rand der Behdlterwand, so daB das Behandlungsfluid
auf ein Niveau angestaut werden kann, welches auf oder
Uber der Hohe des zum Substrat weisenden Rands der Beh&l-
terwand liegt. Vorzugsweise ist im Uberlaufkragen ein Ab-
lal vorgesehen, um das darin angestaute Behandlungsfluid

abzulassen.

Zum Auffangen des verwendeten Behandlungsfluids ist gemiB
einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung ein den
Prozefbehdlter umgebender weiterer ProzeBbehilter vorge-
sehen. Der weitere Prozefbehdlter ermdéglicht das Auffan-
gen sowie ggf. ein Recycling des verwendeten Behandlungs-
fluids.

Gemdl einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform der Er-
findung wird die Vorrichtung als Metallplattierungsvor-

richtung verwendet.

Die zuvor gestellte Aufgabe wird auch durch ein Verfahren
zum Behandeln von Substraten, insbesondere Halbleiterwa-
fern, geldst, bei dem ein Substrat mittels eines Sub-
strathalters in eine erste Position oberhalb und beab-
standet zu einer Beh&lterwand eines ProzeBRbehidlters be-
wegt wird, und ein Behandlungsfluid durch den ProzeBbe-
halter auf eine zum ProzeBbehidlter weisende Oberfliche
des Substrats geleitet wird, wobei das Behandlungsfluid
Uber eine sich nach auBen erweiternde Innenumfangsfliache
eines zum Substrat weisenden Rands der Behdlterwand des
Prozeflbehdlters zu einem AuBenbereich des Substrats hin
gerichtet ist. Hierdurch, wird wie schon zuvor ausge-

fihrt, verhindert, dal in Randbereichen des Substrats ei-
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ne relative Strdmungsruhe auftritt, um ein gutes Ausspii-

len von Gasblasen sicherzustellen.

Vorteilhafterweise wird das Substrat gemdB einer. weiteren
Ausfilhrungsform der Erfindung in eine vom Rand der Behal-
terwand des Prozeflbehdlters weiter beabstandete zweite
Position angehoben. Dieses Anheben des Substrats fiihrt zu
einer VergrdBerung des zwischen dem Substrat und dem Sub-
strattrdger einerseits und dem Prozeflbehidlter anderer-
seits gebildeten Strémungskanal, um nach dem Ausspiilen
von Gasblasen filir eine weitere Behandlung des Substrats
eine geringe Stromungsgeschwindigkeit und eine gleichm&-
Bigere Stromung zwischen Innen- und AuBenbereichen des

Substrats vorzusehen.

Bei einer besonders bevorzugten Ausfihrungsform der Er-
findung wird eine Spannung zwischen einer in dem ProzeR-
behdlter befindlichen Anodenanordnung und dem Substrat
angelegt, um die Behandlung des Substrats zu fdrdern. Da-
bei wird vorteilhafterweise die zum ProzeRbehdlter wei-
sende Oberflédche des Substrats elektrisch kontaktiert.
Fir eine gute Prozefisteuerung wird die angelegte Spannung
abhédngig von der Position des Substrats veridndert. Dabei
ist die angelegte Spannung in der zweiten Position des
Substrats vorteilhafterweise hoéher als in der ersten Po-
sition. Dies hat den Vorteil, daB zum Beispiel eine Ab-
scheidung eines Materials auf dem Substrat in der ersten
Position, in der die Stromungsgeschwindigkeit hoher ist

als in der zweiten Position, unterbunden wird.

Vorteilhafterweise wird die auf das Substrat geleitete
Strémung innerhalb des Prozefbehdlters homogenisiert, um

fir eine gute und gleichmé&fige Behandlung des Substrats
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eine homogene Strdmung vorzusehen. Dabei wird die Homoge-
nisierung vorteilhafterweise iiber einen trichterférmigen
Boden des ProzeRbehdlters und/oder wenigstens eine in dem
Prozefibehdlter angeordnete Lochplatte erreicht. Vorteil-
hafterweise wird wé&hrend des Ausblasen von Luftblasen in
der ersten Position ein AblaB in einem den Rand des Pro-
zeBbehédlters umgebenden Uberlaufkragen gedffnet, damit
das Behandlungsfluid frei abflieBen kann und der Aus-
blasstrémung kein Widerstand entgegensetzt wird. In der
zweiten Position des Substrats wird der AblaR hingegen
vorteilhafterweise geschlossen um ein Anstauen von Be-
handlungsfluid zu erreichen. Dabei wird das Behandlungs-
fluid vorteilhafterweise angestaut, bis es eine H&he er-
reicht, die wenigstens auf der Hdéhe des angehobenen Sub-
strats liegt, um einen guten Kontakt zwischen dem Behand-

lungsfluid und dem Substrat sicherzustellen.

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird bei einer Vorrichtung zum Behandeln von Substraten
mit einem mit Behandlungsfluid befiillbaren Beh&lter, ei-
nem den Behdlter umgebenden Uberlauf und einem Substrat-
halter zum Positionieren eines Substrats oberhalb des Be-
hadlters dadurch geldst, daB eine Steuereinrichtung zum
Steuern eines Behandlungsfluid-Niveaus im Uberlauf in Ab-
hédngigkeit vom Abstand des Substrathalters vom Behilter
vorgesehen ist. Die Steuereinrichtung ermdéglicht, daB
sich das Behandlungsfluid-Niveau im Uberlauf immer auf
oder Uber der Hohe des Substrats befindet. Hierdurch wird
ein guter Kontakt zwischen dem Behandlungsfluid und dem
Substrat sichergestellt und ein AbriB der auf das Sub-=
strat gerichteten Strdmung, insbesondere bei gréBeren Ab-

stdnden zwischen Substrat und Behdlterwand, verhindert.
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Bei einer Ausfihrungsform der Erfindung weist die Steuer-
einheit ein steuerbares Auslafventil im Uberlauf auf,
Uber welches das Behandlungsfluid-Niveau eingestellt wer-
den kann. VorteilhaftefWeise ist benachbart zum Uberlauf
ein weiterer Uberlauf angeordnet, so daB auf einfache
Weise das Behandlungsfluid-Niveau in dem Uberlauf durch
die Hbhe des Uberlaufrandes zum weiteren Uberlauf be-
grenzt ist. Dabei ist vorzugsweise ein hdhenverstellbarer
Uberlaufrand vorgesehen, um auf einfache Weise unter-

schiedliche Behandlungsfluid-Niveaus im Uberlauf vorzuse-

hen.

Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform weist ein Schwimm-
korper den Uberlaufrand auf. Der Schwimmkérper ermdglicht
durch seinen natirlichen Auftrieb eine besonders einfache

Mdglichkeit der Hohenverstellung des Uberlaufrandes.

Bei einer alternativen Ausfiihrungsform ist ein den Uber-
laufrand aufweisender Schieber vorgesehen iliber den die
Hohenverstellung des Uberlaufrandes erfolgt. Dabei ist
der Schieber vorzugsweise mittels einer Feder nach oben
vorgespannt und auf einfache Weise gegen die Federvor-

spannung einstellbar.

Vorzugsweise ist ein Abstandhalter zwischen dem Schwimm-
kérper bzw. dem Schieber und dem Substrathalter vorgese-
hen, der einen vorbestimmten Abstand zwischen dem
Schwimmkorper bzw. dem Schieber und dem Substrathalter
vorgibt. Dies ergibt eine besonders einfache Moglichkeit
die Hohe des Uberlaufrandes und somit das Behandlungs-
fluid-Niveau direkt tber die Bewegung des Substrathalters
einzustellen. Insbesondere wird hierdurch eine feste, im

wesentlichen immer gleichbleibende Beziehung zwischen der
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Héhe des Uberlaufrands und der Hohe des Substrathalters
beibehalten.

Die gestellte Aufgabe wird bei einem Verfahren zum Béhan—
deln von Substraten mit einem Behandlungsfluid, bei dem.
ein Substrat mit einem Substrathalter {iber einem von ei-
nem Uberlauf umgebenden Becken gehalten und mit dem Be-
handlungsfluid von unten angestrémt wird, dadurch geldst,
daB das Niveau des Behandlungsfluid im Uberlauf in Abh&n-
gigkeit vom Abstand zwischen dem Substrathalter und dem
Becken gesteuert wird. Durch dieses Verfahren ergeben

sich die schon oben genannten Vorteile.

Die Vorrichtung wird nachfolgend anhand bevorzugter Aus-
fihrungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Figuren be-

schrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Querschnittsansicht einer er-
findungsgemdfen Vorrichtung zum behandeln von Substraten;
Figur 2 eine vergrofRerte Teilansicht der erfindungsge-
madBen Vorrichtung; und

Figur 3 eine nochmals vergréBerte Teilansicht einer
Topfrandkontur eines ProzeRbehdlters der vorliegenden Er-
findung;

Figur 4 eine schematische Querschnittsansicht eines al-
ternativen Ausfihrungsbeispiels der erfindungsgemiBen
Vorrichtung;

Figuren 5 und 6 schematische Querschnittsansichten eines
weiteren Ausflihrungsbeispiels der erfindungsgemifen Vor-
richtung in unterschiedlichen Behandlungspositionen;
Figuren 7 und 8 schematische Querschnittsansichten eines
noch weiteren Ausfiihrungsbeispiels der erfindungsgemidBen

Vorrichtung in unterschiedlichen Behandlungspositionen.
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Figur 1 zeigt eine Metallplattierungsvorrichtung 1, ins-
besondere eine Kupferplattierungsvorrichtung, mit einem
Substrathalter 2 und einem ProzefBbehdlter 3. Der, Sub-
strathalter 2 besteht aus einem oberen Deckel 5 und einem
unteren Ring 6, zwischen denen ein Wafer 7 eingeklemmt
ist. Der Substrathalter 2 ist oberhalb des ProzeRbehdl-
ters 3 vertikal anhebbar und absenkbar. Wie in Figur 3 zu
sehen ist, ist an einem Innenumfang des Rings 6 eine
Dichtung 9 vorgesehen, welche konzentrisch um einen Mit-
telpunkt des Wafers 7 herum angeordnet ist. Die Dichtung
9 dichtet einen Randbereich des Wafers 7 ab. Dieser Rand-
bereich des Wafers 7 wird liber eine Vielzahl von Kontakt-
federn 11, von denen eine in Figur 3 zu sehen ist, kon-

taktiert.

Fiir weitere Einzelheiten bezliglich des Substrathalters
wird, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die von der An-
melderin der vorliegenden Anmeldung am selben Tag einge-
reichten Anmeldung mit der Anmeldenummer 198 59 467.4

und dem Titel "Substrathalter", Bezug genommen. Diese An-
meldung wird insofern zum Gegenstand der vorliegenden An-

meldung gemacht.

Der ProzeBbehdlter 3 besitzt eine Bodenplatte 15 und Sei-
tenwdnde 16. In der Bodenplatte 15 ist eine Leitung 18
ausgebildet, die an einem Ende uber eine Offnung 20 mit
einem zwischen den Seitenwdnden gebildeten Raum in Ver-
bindung steht. Uber einen mit der Leitung 18 in Verbin-
dung stehenden AnschluBstutzen 22 und nicht dargestellte
Leitungen steht die Leitung 18 mit einer Quelle eines
fliissigen Elektrolyten in Verbindung. Ein von der Offnung

20 beabstandetes Ende der Leitung 18 ist durch ein Stop-
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fenelement 24 verschlossen, das an einem Stab 26 befe-
stigt ist. Durch Bewegen des Stopfens 24 kann das eine
Ende der Leitung 18 geoffnet werden und in der Leitung 18
stehender Elektrolyt kann in einen nicht dargestellten,
den ProzeRbehdlter 3 umgebenden Behdlter abgelassen wer-

den.

Zwischen den Seitenwédnden 16 und beabstandet von der Bo-
denplatte 15 ist ein Trichterelement 30 angeordnet, wel-
ches auf geeignete Weise wie zum Beispiel Schrauben an
den Seitenwdnden 16 befestigt ist. Zwischen der Boden-
platte 15 und dem Trichterelement 30 wird eine Kammer 32
gebildet. Das Trichterelement 30 weist eine zentrierte,
zur Kammer 32 weisende Offnung 34 mit kleine Durchmesser
auf. Ausgehend von der Offnung 34 bildet das Trichterele-
ment 30 einen sich nach oben erweiternden trichterférmi-
gen Raum 36. Oberhalb des trichterférmigen Raums 36 ist
eine Lochplatte 38 vorgesehen, die mit einer Oberkante 39
des Trichterelements 30 in Kontakt steht. Die Lochplatte
38 liegt auf der Oberkante 39 des Trichterelements auf,
und ist auf geeignete Weise, wie zum Beispiel durch
Schrauben 40, an den Seitenwdnden 16 befestigt. Auf einer
der Bodenplatte 15 entgegengesetzten Stirnseite 42 der
Seitenwand 16 ist ein oberes Wandteil 44 befestigt. Das
Wandteil 44 besitzt Offnungen 46 zum Durchfithren von
elektrischen Kontaktelementen 48. Die Kontaktelemente 48
stehen in elektrischen Kontakt mit einer oberhalb der
Lochplatte 38 befindlichen und zu dieser beabstandeten
Anodenplatte 50, die ebenfalls als Lochplatte ausgebildet
ist. Alternativ kann die Anodenplatte 50 als Streckgitter

ausgebildet sein.
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Wie am besten in den Figuren 2 und 3 zu erkennen ist, be-
sitzt das Wandelement 44 eine konturierte Innenumfangs-
flache 52. Die Innenumfangsfldche 52 ist in einem unteren
Bereich beziglich einer Léngsmittelachse geneigt-. In ei-
nem weiteren, dariiber befindlichen Bereich ist die Innen-
umfangsfldche 52 im wesentlichen parallel zu der L&angs-
mittelachse. In einem oberen Randbereich 54 vergroéfert
sich der Umfang der Innenumfangsfldche 52 durch eine nach
auBen gebogene Rundung 55. Im Randbereich 54 des Wandele-
ments 44 verjingt sich die Wanddicke des Wandelements 44
nach oben zu einer Spitze 56 wie am besten in Figur 3 zu
sehen ist. Die Verjlingung wird durch eine abgeschr&gte
AuBenkontur 58 in dem Randbereich 54 des Wandelements 44
erreicht. Diese AuBenkontur 58 ist an eine nach innen
weisende Kontur der Dichtung 9 des Substrathalters 2 an-

gepafit.

An dem Wandelement 44 ist ein Uberlaufkragen 60, der das
Wandelement 44 umgibt, angebracht. Der Uberlaufkragen 60
bildet zwischen sich und dem Wandelement 44 einen nach
oben gedffneten Raum 62. In einer Seitenwand des Uber-
laufkragens 60 ist ein steuerbarer AblaR 64 ausgebildet,
der wie nachfolgend noch beschrieben wird gedffnet
und/oder geschlossen werden kann. Die Seitenwédnde des
Uberlaufkragens 60 sind hbher als die oberste Spitze 56

des Wandelements 44.

Wahrend des Betriebs der erfindungsgem&dBen Vorrichtung
wird der Substrathalter 2 zundchst soweit abgesenkt, dab
sich der Wafer 7 kurz oberhalb der Spitze 56 des Wandele-
ments 44 befindet. In dieser Position wird zundchst durch
Einleiten eines fliissigen Elektrolyts, der beispielsweise

aus Wasser, Schwefelsdure, Kupfersulfid, Chlor, Natrium-
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chlorid und organischen Additiven besteht, Luft, die
durch die Glockenform des Substrathalters unterhalb des
Substrats eingeschlossen ist, ausgeblasen. Dabei ist der
Abstand zwischen der Spitze 56 und dem Substrat <7 relativ
klein, um hohe Strdémungsgeschwindgkeiten zu erreichen.
Durch den sich nach auBen erweiternden Innenumfang des
Wandelements 44 im Randbereich 54 wird ein Teil der Stro-
mung direkt auf den Ubergang zwischen der Dichtlippe 9
des Substrathalters 2 und dem Wafer 7 gerichtet. Durch
die Kontur 58 der AuBenseite wird der Strémungsquer-
schnitt in einem Bereich hinter der Spitze 56 des Wande-
lements 44 Uber eine kurze Distanz méglichst gleichmaBig
gehalten, um zu verhindern daB die Strdmung in diesem Be-
reich abreift, wodurch ein gutes Ausblasen von Luft si-
chergestellt ist. Nach dem Ausblasen von Luft wird der
Substrathalter 2 etwas angehoben, da bei dem kleinen Ab-
stand zwischen Substrat 7 und Spitze 56 die FlieBge-
schwindigkeit filir eine homogene Abscheidung von Metall
auf dem Substrat, insbesondere im diesem Bereich, zu hoch
wdre. Beim Anheben des Substrathalters wird gleichzeitig,
durch SchlieBen des Uberlaufs 64, flissiger Elektrolyt in
dem Uberlaufkragen 60 angestaut, so daB der Deckel zumin-
dest teilweise in der Flissigkeit aufgenommen ist. Dabei
wird das Flissigkeitsniveau bis auf die Hohe des Wafers
oder dariber hinaus angehoben, um sicherzustellen, daB
der Kontakt zwischen dem Elektrolyt und dem Wafer auf-
grund des vergrdBerten Abstands nicht abreiBt. Der Ab-
stand zwischen Substrat 7 und spitze 56 ist abhingig von
den gewilinschten Strémungsbedingungen fiir die Abscheidung

einstellbar.

Schon wdhrend des Ausblasens von Luft wird ein kleiner

Strom zwischen der Anodenplatte 50 und der hierzu weisen-
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den Oberfldche des Wafers 7 angelegt. Dies ist notwendig,
damit eine zuvor auf die Oberfldche des Wafers 7 aufge-
brachte, dinne Metallschicht durch‘den Elektrolyten nicht
abgeatzt bzw. aufldst wird. Die dabei angelegte -Spannung
reicht jedoch nicht aus um eine wesentliche Abscheidung
von Metall auf dem Wafer 7 zu erreichen. In der angehobe-
nen Position des Substrathalters wird der Strom dann er-
hoht um eine Abscheidung von Metall auf dem Wafer 7 zu

bewirken.

Die Figuren 4 bis 6 zeigen eine alternative Metallplat-
tierungsvorrichtung 100, die einen im wesentlichen drei-
teiligen Prozefbehdlter aufweist, wobei in den Figuren 5
und 6 zur Vereinfachung der Darstellung nicht alle De-
tails dargestellt sind. Die Vorrichtung 100 weist ein
Trichterelement 102, eine daran befestigte Behdlterwand

104 und einen Auffangbehdlter 106 auf.

Das Trichterelement 102 weist einen sich nach oben erwei-
ternden Trichter 108 auf. Eine untere Offnung 109 des
Trichters 108 ist durch ein Anschlufelement 110 ver-
schlossen, itber das Behandlungsfluid in den Trichter 108
eingeleitet wird. Das Anschlufelement 110 ist beispiels-
weise durch SchweiBlen oder eine sonstige in der Technik
bekannte Art und Weise am Trichter 108 befestigt. Am Au-
Renumfang des Trichters 108 ist ein den Trichter 108, zu-
mindest teilweise, umgebendes Stiitzelement 112 ange-

bracht.

In einem oberen Bereich 114 weist der Trichter 108 eine
stark verbreiterte Wanddicke auf. In diesem Bereich 114
ist wenigstens eine Durchgangséffnung 116 zur Aufnahme

bzw. Durchfiithrung eines Kontaktzapfens 118 vorgesehen,
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der nachfolgend noch beschrieben wird. Ferner ist in dem
Bereich 114 eine Durchgangs6éffnung 120 vorgesehen, an
dessen unteren Ende ein AnschluBelement 122 angebracht
ist. Im Bereich 114 ist dariliber hinaus eine Bohrung 124
vorgesehen. Diese dient zur Aufnahme einer Befestigungs-
schraube 126, zur Befestigung der Behdlterwand 104 an dem
Trichterelement 102, wie nachfolgend noch in gréBerer

Einzelheit beschrieben wird.

Die obere Behdlterwand 104 wird durch eine innere Wand
128 und einen &uBeren Uberlaufkragen 130 gebildet. In ei-
nem oberen Randbereich ist die innere Behdlterwand 128

genauso konturiert, wie die Behdlterwand 44.

In Umfangsrichtung weist die Behdlterwand 128 drei Ver-
dickungen 131 auf, von denen eine in Fig. 4 zu sehen ist.
In den Verdickungen 131 der Behdlterwand 128 sind Bohrun-
gen 132 zur Aufnahme von Stellschrauben 134 vorgesehen,
welche sich in Offnungen des unteren Rings 6 eines Sub-
strathalters 2 erstrecken und als Auflage fiir den unteren
Ring 6 dienen. Uber die Stellschrauben 134, kann die H&he
und Ausrichtung des iiber dem ProzeBtopf befindlichen Sub-
strathalters 2 genau eingestellt und ggf. auch ver&ndert
werden. Anstelle von Stellschrauben kénnten auch ver-

schiebbare Zylinder, Spindeln etc. verwendet werden.

Zwischen der inneren Behdlterwand 128 und dem Uberlauf-
kragen 130 wird eine im wesentlichen U-f&rmige, nach oben
gedffnete Kammer 140 gebildet. Der Uberlaufkragen 130 pm—
gibt die innere Behdlterwand 128 und ist hoher als diéée.
Im Boden der Kammer 140 ist eine Offnung 142 ausgebildet,
sowie eine gestufte Bohrung 144, die zur teilweisen Auf-

nahme und Durchfihrung der Schraube 126 dient. Das Trich-



10

15

20

25

30

WO 00/38218 PCT/EP99/08853
16

terelement 102 und die Behdlterwand 104 sind durch die
Schraube 126, welche sich durch die Offnung 144 in der
Behidlterwand in die Offnung 124 in dem Trichterelement
erstreckt, aneinander befestigt. Dabei sind die ©ffnungen
144 und 124 zur Aufnahme der Schraube 126 zueinander aus-
gerichtet. Auch die Offnungen 142 und 120 sind zueinander
ausgerichtet, um Uber das AnschluBelement 122 einen Aus-

laBR fir die Kammer 140 zu bilden.

Wihrend des Zusammenschraubens des Trichterelements 102
und der Beh&dlterwand 104 wird dazwischen in passend aus-
gebildeten Aussparungen eine Lochplatte 150 eingeklemmt.
Ferner wird beim Zusammenschrauben eine Oberseite des
sich durch den verbreiterten Bereich 114 des Trichters
108 erstreckenden Zapfens 118 gegen eine Unterseite eines
Kontaktelements 152 einer Anodenplatte 154 geklemmt. So-
mit wird eine elektrische Kontaktierung einer sich inner-
halb des ProzeBbehdlters befindlichen Anodenplatte 154
von aulerhalb des Prozefbehdlters erméglicht. Am AuBenum-
fang des verbreiterten Bereichs 114 des Trichters 108 ist
eine Auffangbehdlter 106 angebracht, wie z. B. durch
Schweiflen. Der Auffangbehdlter 106 umgibt einen Teil des
Trichters 108 und die obere Behdlterwand 104, wobei der
Auffangbeh&dlter 106 eine Wand aufweist, die héher ist als
der Uberlaufkragen 130 der Behdlterwand 104. Zwischen dem
Uberlaufkragen 130 der Behdlterwand 104 und dem Auffang-
behdlter 106 wird eine im wesentlichen U-férmige, nach
oben gedffnete Kammer 160 gebildet, die eine nicht naher
dargestellte Offnung aufweist, an der ein AnschluBelement

162 angebracht ist.

Der Betrieb der Vorrichtung gemd@B diesem Ausfihrungsbei-

spiel wird nachfolgend anhand der Figuren 5 und 6 be-
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schrieben. Der Substrathalter wird mit einem darin gehal-
tenen Substrat in die in Figur 5 gezeigte Position ge-
bracht, so daB zwischen einem am Substrathalter gehalte-
nen Substrat und einer Oberkante der Behdlterwand 128 ein
schmaler Spalt gebildet wird. Anschliefend wird fliussiger
Elektrolyt Uber das Trichterelement 102 eingeleitet bis
es durch den oben genannten Spalt zwischen Substrat und
Oberkante der Beh&dlterwand 128 in die Kammer 140 strémt.
Aufgrund des relativ geringen Spalts wird Luft, die durch
die Glockenform des Substrathalters unterhalb des Sub-
strats eingeschlossen ist, wie beim ersten Ausfiihrungs-
beispiel, ausgeblasen. Ein mit einem AuslaB der Kammer
140 in Verbindung stehendes Ventil 170 ist gedffnet, um
ein gutes Abfliefen des iiberstrémenden Elektrolyts zu ge-
wahrleisten, so daB der Strdmung im Bereich des oben ge-

nannten Spalts kein Widerstand entgegengesetzt wird.

Anschliefend wird der Substrattrdger in die in Figur 6
gezeigte Position angehoben und das Ventil 170 wird ge-
schlossen, so daB sich der in die Kammer 140 strdmende
Elektrolyt dort anstaut. Der Elektrolyt wird so lange an-
gestaut, bis er Uber den &duBeren Uberlaufkragen 130 in
die duBere Kammer 160 strdmt. Hierdurch wird das Niveau
des Behandlungsfluids in der Kammer 140 angehoben, so daB
es auf der Hohe des von unten angestrémten Substrats
liegt. Hierdurch wird ein sicherer Kontakt zwischen dem
Behandlungsfluid und dem Substrat sichergestellt der an-
sonsten durch das Anheben des Substrattridgers abreiBen

konnte.

Die Figuren 7 und 8 zeigen ein weiteres Ausfilhrungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung. Das Ausfiihrungsbeispiel

der Figuren 7 und 8 gleicht in wesentlichen Punkten dem
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Ausfihrungsbeispiel der Figuren 4 bis 6 und daher werden

im folgenden dieselben Bezugszeichen verwendet

Die Figuren 7 und 8 zeigen eine Metallplatierungsvorrich-
tung 100, die, wie beim Ausfiihrungsbeispiel gemdB den Fi-
guren 4 bis 6, einen im wesentlichen dreiteiligen Prozef-
behilter aufweist. Der Prozefbehdlter weist ein Trich-
terelement 102, eine daran befestigte Behdlterwand 104
und einen Auffangbehdlter 106 auf. Die Behdlterwand 104
wird durch eine innere Wand 128 und eine &dufere Wand 130'
gebildet. Im Gegensatz zum Ausfiihrungsbeispiel der Figu-
ren 4 bis 6, bei dem die &dubere Wand 130 hdher war als
die innere Wand 128, ist bei dem Ausfiihrungsbeispiel der
Figuren 7 und 8 die &uBere Wand 130' niedriger als die
innere Wand 128. Zwischen der inneren Wand 128 und der
duBeren Wand 130' wird eine im wesentlichen U-Fodrmige,

nach oben gedffnete Kammer 140 gebildet.

Innerhalb der Kammer 140 ist ein hodhenverstellbares Uber-
laufelement angeordnet. In den Figuren 7 und 8 sind je-
weils zwei unterschiedliche Uberlaufelemente dargestellt,
namlich ein als Schwimmkdérper 180 ausgebildetes Uberlau-
felement auf der linken Seite sowie ein federvorgespann-
ter Schieber 182 auf der rechten Seite. Obwohl in den Fi-
guren 7 und 8 zwel unterschiedliche hdéhenverstellbare
Uberlaufelemente dargestellt sind, sei bemerkt, dal bei
der tatsichlichen Ausfiihrung ein einheitliches Uberlaufe-
lement vorgesehen ist, das entweder als Schwimmké&érper 180
oder als federvorgespanntes Element 182 ausgebildet ist.
Natirlich ist es auch moéglich, ein als Schwimmkdrper aus-
gebildetes Element zusdtzlich mittels einer Feder vorzu-

spannen.
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Im folgenden wird nun zundchst der Schwimmkdérper 180 na-
her beschrieben. Der Schwimmkérper 180 erstreckt sich um
die Kammer 140 herum und ist am Innenumfang der &uBeren
Wand 130 gefihrt. Der Schwimmkdrper 180 bildet eine im
Querschnitt im wesentlichen rechteckige und abgeschlosse-
ne Innenkammer 184. Durch das abgeschlossene Volumen der
Kammér 184 wird der notwendige Auftrieb des Schwimmk&ér-
pers 180 in einem Fluid erzeugt. Der Schwimmkérper 180
weist einen sich nach oben erstreckenden Uberlaufflansch
186 auf, der sich nach oben zu einer Uberlaufkante 188
verjiingt. Der Uberlaufflansch 186 besitzt einen Innenum-
fang der grdfRer ist als der AuBenumfang des Substrattria-
gers 2, so daR dieser radial in dem Uberlaufflansch 186

aufgenommen werden kann.

Der Schwimmkdérper 180 weist ferner einen Abstandhalter
190 in der Form eines Stegs auf, der innerhalb des Innen-
umfangs des Uberlaufflansches 186 angeordnet ist, und von
einer Unterseite des Substrattrédgers 2 kontaktiert wird,
wie in den Figuren 7 und 8 gezeigt ist. Wenn die Kammer
140 mit Behandlungsfluid gefiillt ist, schwimmt der
Schwimmkorper 180 in der Kammer auf bis der Abstandhalter
190 mit der Unterseite des Substrattrdgers 2 in Kontakt
kommt. Der Uberlaufflansch 186 erstreckt sich radial um
den Substrathalter 2 herum und bildet eine Uberlaufkante
188 die im wesentlichen auf derselben Ebene wie ein in
dem Substrathalter 2 aufgenommenes Substrat liegt. Die
Uberlaufkante 188 liegt hohenm&Big iiber einer oberen Kan-
te der &duleren Beh&dlterwand 130', so daB in die Kammer
140 eingeleitetes Behandlungsfluid tliber die Uberlaufkante
188 in die Kammer 160 stromt, wenn das Ventil 170 ge-
schlossen ist. Wenn der Substrattr&dger von der in Figur 7

gezeigten Position in die in Figur 8 gezeigte, angehobene
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Position bewegt wird, folgt der Schwimmkdrper 180 der Be-
wegung des Substrattragers 2, aufgrund der Auftriebskraft
des Schwimmkdérpers 180. Hierdurch wird das Niveau des Be-
handlungsfluids in der Kammer 140 immer auf dem Niveau
des in dem Substrattridger 2 befindlichen Substrats gehal-
ten, da der Schwimmkdrper jeder Bewegung des Substrattrda-
gers folgt.'Dies ergibt eine einfache und stufenlose HO6-
henverstellung der Uberlaufkante 188 filir die Kammer 40 in
Abhidngigkeit vom Abstandzwischen Substrat 7 und innerer
Behidlterwand 128. Obwohl der Schwimmkérper 180 so darge-
stellt ist, daB er eine im wesentlichen abgeschlossene
hohle Kammer 184 als Auftriebskorper besitzt, kann der
Schwimmkdérper 180 auch eine andere Form besitzen sowie
aus einem massiven, einen guten Auftrieb besitzenden Ma-

terial wie zum Beispiel Styropor ausgebildet sein.

Nachfolgend wird das zweite Ausfiihrungsbeispiel fir ein
hohenverstellbares Uberlaufelement 182, welches in den
Figuren 7 und 8 auf der rechten Seite dargestellt ist,
beschrieben. Das Uberlaufelement 182 besitzt einen Grund-
kérper 192, mit einem AuBenumfang, der dem Innenumfang
der &duBeren Beh&dlterwand 130' angepalbt ist, und durch die
Wand 130' im wesentlichen vertikal verschiebbar gefiihrt
ist. Der Grundkorper 192 besitzt einen sich zu einer
Uberlaufkante 194 verjingenden oberen Abschnitt. Unter-
halb des sich verjiingenden Abschnitts weist das Uberlau-
felement 182 einen sich im wesentlichen senkrecht radial
nach innen erstreckenden Abstitzflansch 196 auf. Der Ab-
stiitzflansch 196 ist am radial inneren Ende um 90 Grad
nach unten abgewinkelt, um eine Tasche zur Aufnahme einer
Feder 198 zu bilden, deren Funktion im nachfolgenden noch
ndher erldutert wird. Von dem Abstitzflansch 196 er-

streckt sich unter einem rechten Winkel ein Abstandhalter
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200 nach oben, der, wie der Abstandhalter 190, einen vor-
bestimmten Abstand zwischen dem hohenverstellbaren Uber-
laufelement 182, insbesondere der Uberlaufkante 194 und

dem Substrathalter 2 einstellt.

Die Feder 198 ist eine Druckfeder, und wie in den Figuren
7 und 8 zu erkennen ist, ist sie zwischen einem Boden der
Kammer 140 und einer Unterseite des Stiitzflansches 196

angeordnet und ist auf geeignete Weise daran befestigt.

Im Einsatz drickt die Feder 198 das Uberlaufelement 182
nach oben, bis der Abstandhalter 200 mit einer Unterseite
des Substrathalters 2 in Kontakt kommt. Solange sich kein
Substrathalter Uber dem ProzeBbehdlter befindet wird die
nach oben gerichtete Bewegung des Uberlaufelements durch
einen nicht dargestellten Anschlag begrenzt. Wenn der Ab-
standhalter 200 mit der Unterseite des Substrathalters 2
in Kontakt kommt, liegt die Uberlaufkante 194 im wesent-
lichen auf einer Hohe mit einem in dem Substrathalter 2
aufgenommenen Substrat. Wenn der Substrathalter 2 aus der
in Figur 7 in die in Figur 8 gezeigte Position bewegt
wird, folgt das Uberlaufelement 182 aufgrund der Feder-
vorspannung der Bewegung des Substrattridgers, so daB die
Hohenbeziehung zwischen dem Substrat und der Uberlauf-

kante 194 beibehalten wird.

Der Betrieb der Vorrichtung gemdR den Ausfihrungsbeispie-
len der Figuren 7 und 8 ist im wesentlichen derselbe wie
bei dem Ausfihrungsbeispiel der Figuren 4 bis 6. Das Sub-
strat wird zundchst in die in Figur 7 gezeigte Position
gebracht und es wird von unten mit Behandlungsfluid ange-
stromt, so dal Behandlungsfluid in die Kammer 140 stromt.

Aus der Kammer 140 wird das Behandlungsfluid uber das



10

15

20

25

30

WO 00/38218 PCT/EP99/08853
22

Ventil 170 abgelassen. AnschlieRBend wird das Ventil 170
geschlossen so daR sich das Behandlungsfluid in der Kam-
mer 140 anstaut. Bei dem Ausfihrungsbeispiel eines
Schwimmkérpers als hohenverstellbares Uberlaufelement
schwimmt dieses auf bis es mit dem Substrattrdger in Kon-
takt kommt, wie in Figur 7 gezeigt ist. Bei dem federvor-
gespannten Uberlaufelement wird der Kontakt mit dem Sub-
strattrdger von Anfang an durch die nach oben gerichtete
Federvorspannung erreicht. Anschliefend wird der Sub-
strattrdger 2 angehoben, um den Spalt zwischen Substrat
und innerer Behdlterwand 128 zu vergrobern. Dabei folgt
das héhenverstellbare Uberlaufelement 180 bzw. 182 der
Bewegung des Substrattridgers, so daf die jeweilige Uber-
laufkante 188 bzw. 194 auf der Hbhe des in dem Substrat-
trager 2 aufgenommenen Substrats liegt. Bei den in Figur
7 und 8 gezeigten Ausfihrungsbeispielen ist eine im we-
sentlichen stufenlose, der Position des Substrattridgers 2
folgende Einstellung der Uberlaufkanten 188 bzw. 194 mog-
lich.

Die Vorrichtung wurde anhand bevorzugter Ausfihrungsbei-
spiele beschrieben ohne auf die spezielle dargestellten
Formen béschrénkt zu sein. So kann der ProzeBbehidlter 3
beispielsweise einteilig ausgebildet sein und der Raum 32
unterhalb des Trichterelements 30 kénnte entfallen. Auch
kann das Trichterelement und/oder die Lochplatte 30 in
bestimmten Anwendungsfédllen weggelassen werden. Ferner
ist die Vorrichtung nicht auf die Metallplattierung von
Wafern beschréankt. Sie ist auch fiir die Plattierung ande-
rer Substrate oder fir sonstige Behandlungsprozesse ge-

eignet.
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Patentanspriche

Vorrichtung (1) zum Behandeln von Substraten (7),
insbesondere Halbleiterwafern, mit einem eine Beh&l-
terwand (44) aufweisenden Prozefbehdlter (3) und ei-
nem iber dem ProzeRbehdlter (3) bewegbar angeordneten
Substrathalter (2), der das Substrat beabstandet
oberhalb der Behdlterwand positioniert, gekennzeich-
net durch einen sich nach aufien erweiternden Innenum-
fang eines zum Substrat weisenden Rands der Behdlter-

wand (44).

Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dall das Substrat (7) mit dem Substrathalter (2)
in unterschiedlichen Abst&nden oberhalb des Rands der

Behdlterwand (44) positionierbar ist.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daR der Rand der Behdlterwand (44) in einer
Position des Substrats (7) auf einen Kontaktbereich
zwischen dem Substrathalter und dem Substrat ge-

richtet ist.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dal der Abstand zwischen dem Substrat (7)
und dem Rand der Behédlterwand (44) in der einen Posi-

tion der kleinstmogliche Abstand ist.

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dal sich die Dicke

der Behdlterwand (44) zum Rand hin verjiingt.



10

15

20

25

30

WO 00/38218 PCT/EP99/08853

10.

11.

12.

13.

24

Vorrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Verjlngung durch eine Konturierung
des Aubenumfangs (58) der Behdlterwand (44) gebildet

wird. .

Vorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Konturierung des AuBenumfangs (58)
der Behdlterwand (44) an eine Innenumfangsform eines

Tragerrings (6) des Substrathalters (2) angepaBt ist.

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, gekennzeichnet durch eine Anodenanordnung (50)

innerhalb des ProzeBbehidlters (3).

Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Anodenanordnung (50) durch eine

Lochplatte gebildet wird.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Anodenanordnung (50) durch ein

Streckgitter gebildet wird.

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, gekennzeichnet durch eine Kontaktanordnung am

Substrathalter (2).

Vorrichtung (1) nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daR ilber die Kontaktanordnung eine zum Pro-
zeflbehdlter weisende Oberflidche des Substrats (7)

elektrisch kontaktierbar ist.

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspri-

che, gekennzeichnet durch einen sich zum Substrat (7)
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14.

15.

l6.

17.

18.

19.

20.

25

hin erweiternden trichterférmigen Boden des ProzeBbe-

hdlters (3).

Vorrichtung (1) nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dab der trichterférmige Boden durch einen

Einsatz (30) gebildet wird.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der trichterférmige Boden einteilig mit

einer senkrechten Behdlterwand (16) ausgebildet ist.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der trichterfdrmige Boden einen Teil

der Behdlterwand bildet.

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, gekennzeichnet durch wenigstens eine Lochplatte
(38) zwischen einem Boden des ProzefRbehdlters (3) und
dem zum Substrat (7) weisenden Rand der Behdlterwand

(44) des Prozebbehalters (7).

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, gekennzeichnet durch einen den ProzeBbehilter

(3) umgebenden Uberlaufkragen (60).

Vorrichtung (1) nach Anspruch 18, gekennzeichnet
durch einen nach oben gedéffneten Raum zwischen der
Behdlterwand (44) des ProzeBbehdlters (3) und dem
Uberlaufkragen (60).

Vorrichtung (1) nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Uberlaufkragen (60) hdher als
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weisende Rand der Behdlterwand

Vorrichtung (1)bnach einem der Anspriiche 18 bis 20,

gekennzeichnet durch einen AblaB (64) im Uberlauf-

kragen (60).

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, gekennzeichnet durch einen den Prozelbehdlter

(3) umgebenden weiteren Prozelbehdlter (3).

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspri-

che, gekennzeichnet durch ihre Verwendung als Metall-

plattierungsvorrichtung.

Verfahren zum Behandeln von Substraten, insbesondere

Halbleiterwafern mit folgenden Verfahrensschritten:

- Bewegen eines Substrats (7) mittels eines Substrat-

halters in eine erste Position oberhalb und beab-

standet zu einer Behdlterwand (44) eines Prozefbe-

halters (3);

- Leiten eines Behandlungsfluids durch den ProzeBbe-

hdlter auf eine zum ProzeBlbehdlter weisende Ober-

flache des Substrats

(7), wobei das Behandlungs-

fluid Uber eine sich nach auBen erweiternde Innen-

umfangsfldche eines zum Substrat weisenden Rands

der Behadlterwand

(44)

des ProzeBbehdlters (3) zu

einem Aufenbereich des Substrats (7) hin gerichtet

wird.

25. Verfahren nach Anspruch 24, gekennzeichnet durch An-

heben des Substrats

(1)

in eine vom Rand der Behal-
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27.

28.

29.

30.

31.
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terwand (44) des ProzeRbehidlters (3) weiter beabstan-

dete zweite Position.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens-
anspriche, gekennzeichnet durch Anlegen einer Span-
nung zwischen einer in dem ProzeBbehdlter (3) befind-

lichen Anodenanordnung und dem Substrat (7).

Verfahren nach Anspruch 26, gekennzeichnet durch eine
elektrische Kontaktierung der zum ProzeBbehilter (3)

weisenden Oberfldche des Substrats (7).

Verfahren nach Anspruch 26 oder 27, gekennzeichnet
durch Verdndern der angelegten Spannung abhingig von

der Position des Substrats (7).

Verfahren nach einem der Anspriiche 26 bis 28, dadurch
gekennzeichnet, daB die angelegte Spannung in der
zweiten Position des Substrats (7) hoher ist als in

der ersten Position.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens-
anspriche, gekennzeichnet durch Homogenisieren der
auf das Substrat (7) geleiteten Strémung innerhalb

des ProzeBbehdlters (3).

Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet,
daf die Homogenisierung ilber einen trichterfdrmigen
Boden des ProzeBbehdlters (3) und/oder wenigstens ei-
ne in dem ProzeBbehdlter angeordnete Lochplatte (38)

erfolgt.
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens-
anspriche, gekennzeichnet durch Offnen eines Ablasses
in einem den Rand des ProzeBbehilters umgebenden
Uberlaufkragen (60), wenn sich das Substrat {7) in

der ersten Position befindet.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens-
anspriiche, gekennzeichnet durch SchlieBen eines Ab-
lasses in einem den Rand des ProzeRbehdlters (3) um-
gebenden Uberlaufkragen (60), wenn sich das Substrat

(7) in der zweiten Position befindet.

Verfahren nach Anspruch 33, gekennzeichnet durch An-
stauen von Behandlungsfluid innerhalb des Uberlauf-

kragens (60), bis das Behandlungsfluid eine H&he er-
reicht, die wenigstens auf der Hdhe des Substrats (7)

liegt.

Vorrichtung zum Behandeln von Substraten mit einem
mit Behandlungsfluid befiillbaren Beh&lter, einem den
Behalter umgebenden Uberlauf und einem Substrathal-
ter zum Positionieren eines Substrats oberhalb des
Behdlters, gekennzeichnet durch eine Steuereinrich-
tung zum Steuern eines Behandlungsfluid-Niveaus im
Uberlauf in Abhingigkeit vom Abstand des Substrat-

halters vom Behédlter.

Vorrichtung nach Anspruch 35, dadurch gekennzeich-
net, daBl die Steuereinheit ein steuerbares AuslaB-

ventil im Uberlauf aufweist.
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39.
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Vorrichtung nach Anspruch 35 oder 36, gekennzeichnet
durch einen benachbart zuvaberlauf angeordneten

weiteren Uberlauf.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 35 bis 36, ge-
kennzeichnet durch einen héhenverstellbaren Uber-

laufrand.

Vorrichtung nach Anspruch 38, gekennzeichnet durch

einen den Uberlaufrand aufweisenden Schwimmkdrper.

Vorrichtung nach Anspruch 38, gekennzeichnet durch

einen den Uberlaufrand aufweisenden Schieber.

Vorrichtung nach Anspruch 40, dadurch gekennzeich-
net, dal der Schieber mittels einer Feder nach oben

vorgespannt ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 35 bis 41, ge-
kennzeichnet durch einen Abstandshalter zwischen dem
Schwimmkdérper bzw. dem Schieber und dem Substrathal-

ter.

Verfahren zum Behandeln von Substraten mit einem Be-
handlungsfluid, bei dem ein Substrat mit einem Sub-

strathalter Uber einem von einem Uberlauf umgebenden
Becken gehalten und mit dem Behandlungsfluid von un-
ten angestromt wird, dadurch gekennzeichnet, daB das
Niveau des Behandlungsfluids im Uberlauf in Abha&n-

gigkeit vom Abstand zwischen dem Substrathalter und

dem Becken gesteuert wird.
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Verfahren nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet,
dal das Behandlungsfluid-Niveau iiber ein AuslaBven-

til gesteuert wird.

Verfahren nach Anspruch 43 oder 44, dadurch gekenn-
zeichnet, dah das Behandlungsfluid-Niveau iiber einen

héhenverstellbaren Uberlaufrand gesteuert wird.

Verfahren nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet,
daB die Hohe des Uberlaufrands durch den Substrat-

halter gesteuert wird.

Verfahren nach Anspruch 45 oder 46, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein den Uberlaufrand aufweisendes Ele-

ment zum Substrathalter hin vorgespannt ist.
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